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Vacuum Tubes (Valvulas) 
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Triode amplifier 

Output transformer 



In general, vacuum tubes are much less susceptible 

than corresponding solid-state components to transient 

overvoltages, such as mains voltage surges or lightning, 

the electromagnetic pulse effect of nuclear explosions. 

Vacuum tubes are still practical alternatives to solid-state 

devices in generating high power at radio frequencies 

(Klystron) 

In military applications, a high-power vacuum tube can 

generate a 10–100 megawatt signal that can burn out an 

unprotected receiver's frontend. (Film: Matrix) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_tube#Vacuum_tubes_in_the_21st_century 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_pulse
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_explosion
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_explosion
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency


Semiconductors 
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Silicon 

http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9on
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Condutor (ex. Cobre) : Existem elétrons livres que podem circular, e gerar correntes. 

 

Isolante (ex. vidro): eletrons não podem circular Não conduzem eletricidade. 

 

Semicondutor intrínseco ou puro (ex. Germânio, Silício):  

A temperatura ambiente comporta-se approximadamente como um isolante 

Mas, energia térmica pode produzir elétrons livres e lacunas (buracos, positivos), 

 portanto ocorre fluxo de corrente ( portadores: eletrons (-) e lacunas (+) ) 

 

Propriedades elétricas dos materiais 

Solid 



cinco 



Semicondutor intrínseco ou puro (ex. Germânio, Silício):  

A temperatura ambiente comporta-se approximadamentecomo um isolante 

Mas, energia térmica pode produzir elétrons livres e lacunas (buracos, positivos), 

 portanto ocorre fluxo de corrente ( portadores: eletrons (-) e lacunas (+) ) 

 

Dopagem de um semicondutor: 

Pode-se aumentar  a condutibilidade adicionando impurezas (semicondutor extrínseco) 

 

Átomos com mais eletrons  (P, Sb):   Átomos com  menos eletrons (B,Al,Ga):  

fica um elétron extra,    fica uma lacuna extra, 

impureza doadora, dopagem n   impureza receptora, dopagem p

    

Malvino, Eletrônica, 4ta ed., vol. 1, Pearson, Brasil                    Sedra, Microeletrônica, 4ta ed., Pearson, Brasil 

Propriedades elétricas dos materiais 





Diode 







Junção p-n 

Camada de depleção  

(barrera de potencial 0.3 eV Ge, 0.7 eV Si) 

Polarização direta 

(Corrente circula) 

Polarização inversa 

(Corrente não circula) 

Diodo 
(contração “dois –eletrodos”) 

p p n n 





Fontes e retificação 

























End!!! 


